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Nano-Indentation 분석 기법을 활용한 플라즈마 식각 후 박막 표면의 
물성 변화를 기반으로 정량적인 damage 제시 연구
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플라즈마 건식 식각공정은 반도체 공정에 있어 증착 및 세정 공정과 함께 중요한 공정중 하나이다. 기
존 연구에서는 높은 식각 속도, 종횡비, 대면적에 대한 균일도 증가를 위하여 플라즈마 이온 밀도의 증가
와 전자 온도를 감소시키기 위한 노력을 하고 있으며 플라즈마 식각분석 연구에서는 분광학 분석 기법을 
활용하여 플라즈마에 의하여 활성화된 식각 가스와 박막 표면의 반응 메커니즘 연구가 진행 중에 있다. 
그러나 지금까지의 플라즈마 식각연구에서는 플라즈마 식각 공정에서 발생되는 박막의 damage에 대한 
연구는 전무하다. 

본 연구에서는 플라즈마 식각과정에서 발생되는 박막 표면의 damage 연구를 위하여 Nano-indenter에 
의한 분석 기법을 제시하 다. Nano-indentation 기법은 박막 표면을 indenter tip으로 직접 인가하여 박막 
표면의 기계적 특성을 분석하고 이를 통하여 플라즈마에 의한 박막 표면의 물성 변화를 정량적으로 측정
한다. 실험에서 플라즈마 소스는 Adaptively Coupled Plasma (ACP)를 사용하 고 식각 가스로는 HBr 가스
를 주로 사용하 으며, 플라즈마 소스 파워는 1000 W로 고정 하 다. 연구 결과에 의하면 식각공정 챔버
내 압력이 5, 10, 15 및 20 mTorr로 증가함에 따라 TEOS SiO2 박막의 강도가 7.76, 8.55, 8.88 및 6.29 GPa
로 변화되는 것을 측정하 고 bias power에 따라서도 다르게 측정됨을 확인하 다. 이 결과를 통하여 
Nano-indentation 분석 기법을 활용하여 TEOS SiO2 박막의 식각공정의 변화에 따른 강도변화를 측정함으
로써 플라즈마에 의한 박막 표면의 damage를 정량적으로 측정 가능함을 확인하 다.

Keywords: Nano-Indenter, Adaptively Coupled Plasma(ACP), Plasma Etching Damage

TM-P006

Nano-Indenter 측정 중 Indenting 깊이에 따른 박막의 표면 및 
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Nano-mechanics 연구는 기판의 나노표면에 대하여 indenter tip을 직접 인가하여 측정함으로써 기존 분

광학 연구에서는 불가능했던 박막의 기계적 특성 연구가 가능하다. 그러나 박막분석 특성상 박막의 표면, 
기판 또는 하부 박막에 의한 향으로 인해 박막의 고유한 물성특성 연구에 제약이 있다. 박막 표면에 

의한 향인 표면효과는 nano-indentation을 실행 할 때 tip의 압입으로 발생되는 표면의 스트레스로 인해 

표면 변형이 나타나는 현상이다. 반면에 하부 박막과 기판에 의한 오류는 nano-indentation 실행 시 tip의 

압입 깊이가 깊어질수록 하부박막 또는 기판과 가까워지기 때문에 박막 고유의 특성이 아닌 하부박막과 

기판에 의한 향이 같이 나타나는 현상이다. 이러한 오류를 최소화 하고자 많은 연구에서는 박막의 강

도에 따라 nano-indentation의 실행 깊이를 박막 총 두께의 최소7%에서 최대 50%까지 삽입하는 방법을 도

입하 다. 
이를 기반으로 본 연구는 Zirconium nitride (ZrN) 박막의 증착된 두께 깊이만큼 nano-indentation 분석을 

실행 하 으며 박막 고유의 nano-mechanics 특성을 연구 하 다. ZrN 박막은 hard coating 분야에 많이 사

용되는 물질로 박막 고유의 hardness를 연구하는 것이 큰 의미가 있다. 연구 결과 모든 박막은 두께 30% 
깊이 측정에서 박막 표면과 기판효과가 최소화된 박막의 물성 측정이 가능 하 고, 증착 시 질소를 0.5, 
1, 2 sccm 흘려준 박막들은 총 두께 30% 깊이에서 hardness가 각각 23.2, 8.6, 18 GPa이었다. 따라서 

nano-indenter 측정 시 유효한 측정 깊이에서 측정을 실시하는 것이, 박막의 물성분석에 있어서 대단히 중

요함을 확인 하 다.

Keywords: Nano-indenter, Zirconium nitride, 표면효과, 기판효과




